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ANEXE 

Anexa 1. Unele proprietăți ale semiconductorilor de Ge, Si și GaAs 

 Ge Si GaAs InP 

Nr atomilor în 1 cm3 4,42 1022 5,0 1022 4,42 1022  

Greutatea atomică 72,60 28,09 144,63 145,79 

Structura cristalină diamant diamant zincblend zincblend 

Densitatea, g/cm3 5,3267 2,328 5,32 4,81 

Constanta 

dielectrică 

16 11,9 13,1 12,4(5) 

Densitatea (efectivă a) 

stărilor în banda de 

conducție, Nc, cm-3 

1,04 1019 2,8 1019 4,7 1017 5,2 1017 

Densitatea (efectivă 

a) stărilor în banda 

de valență, Nv, cm-3 

6,0 1018 1,04 1019 7,0 1017 1,1 1019 

Masa efectivă 

m*/m0 

    

electronilor                               ml*=1,64 

 mt*= 0,082 

ml*=  0,98 

mt*= 0,19 

0,067 0,08 

golurilor  mlh*= 0,044 

 mhh*= 0,28 

mlh*= 0,16 

 mhh*= 0,49 

mlh*= 0,082 

 mhh*= 0,45 

mlp =0,089 

mhh=0,6 

Afinitatea 

electronilor, χ 

4,0 4,05 4,07 4,5 

(4,38) 

Lățimea benzii 

interzise, eV 

0,66 1,12 1,424 1,35 

Concentrația 

intrinsecă, cm-3 

2,4 1013 1,45 1010 1,79 106 107 

Lungimea Debye, μm 

(εkBT/q2Ndopant)1/2 

0,68 24 2250  

Rezistivitatea 

intrinsecă, Ohm cm 

47 2,3 105 108 8,6 107 

Constanta rețelei, Å 5,64613 5,43095 5,6533 5,8686 

Coeficientul liniar 

de dilatare termică, 

ΔL/LΔT, 0C-1 

5,8 10-6 2,6 10-6 6,86 10-6 4,6 10-6 

Temperatura de 

topire, 0C 

937 1415 1238 1062 
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Timpul de viață a 

purtătorilor 

minoritari, s 

10-3 2,5 10-3 10-8 10-8 

Mobilitatea de 

drift, cm2/V s 

electronilor 

golurilor 

 

 

3900 

1900 

 

 

1500              

      450 

 

 

8500 

400 

 

 

4600 

200 

Energia fotonului 

optic, eV 

0,037 0,063 0,035 0,043 

Parcursul liber 

până la emisia 

fotonului optic, Å 

105 76/55 58  

Temperatura 

specifică, J/g 0C 

0,31 0,7 0,35 0,31 

Coeficientul de 

conducție termică 

la 300 K, W/cm 0C 

0,6 1,5 0,46 0,68 

Coeficientul difuziei 

termice, cm2/s 

0,36 0,9 0,14 0,372 

  

Anexa 2. Conversii utile 

1 eV = 1,6022 10-19 C V = 1,6022 10-19 J 

E = hν =hc/λ =1239,8 eV/λ / nm) 

kT = 25,86 meV (T=300 K)     sau       kT = 25,25 meV (T=20 0C)   

1 amper (A) = 1 C/s 

1C = 1 A s 

1 faradă (F) = 1 C/V 

1 henri (H) = 1 V s/A 

1 joule (J) = 107 erg =1 W s = 6,25 1018 eV = 1 N m = 1 C V 

1 volt (V) = 1 W/A = 1 J/A s 

 

Anexa 3. ISO 20473 pentru divizarea radiației infraroșii: 

Infraroșu apropiat (NIR near-infrared) și lungimea de undă 0,78 – 3,0 μm. 

Infraroșu mediu (MIR-mid-infrared) și lungimea de undă de 3,0 – 50 μm 

Infraroșu îndepărtat (FIR - far-infrared) și lungimea de undă 50-1000 μm. 
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Anexa 4.  Constantele fizice 

 

Constanta Simbolul Valoarea 

Angstrem Å 1Å = 10-4 μm, 10-8 

cm, 10-10 m 

Numărul lui Avogadro NAVO 6,02204 1023 mol-1 

Raza Bohr αB 0,52917 Å 

Constanta Boltzmann (= R/NAVO) k 1,38066 10-23 J/K 

8,617 10-5 eV/K 

Sarcina elementară q 1,60218 10-19 C 

Masa electronului liber m0 0,91095 10-30 kg 

Electronvolt eV 1 eV =1,60218 10-19 J  

Constanta gazelor =kNAVO R 8,3143 J /K mol 

Constanta Rydberg R∞ 2,179 10-18 J 

Masa de repaus a electronului me 9,1096 10-31 kg 

Magnetonul Procopiu-Bohr 

(=eħ/2me) 

με -92732 10-24 A m2 

Permeabilitatea magnetică a 

vidului (=4π 10-9) 

μ0 1,25663 10-8 H/cm   

Permitivitatea vidului (=1/μ0c2) ε0 8,85418 10-14 F/cm   

Impedanța vidului (=μ0 c) Z0 376,730314 Ohm  

Constanta Planck h 6,62617 10-34 J s 

4,1356 10-15 eVs 

Constanta Dirac (constanta Planck 

redusă)(=h/2π) 

ħ 1,05458 10-34 J s 

6,5821 10-16 eVs  

Viteza luminii în vid c 2,99792 1010 cm/s 

Lungimea de undă a fotonului cu 

energia de 1 eV 

λ 1,23977 μm 

Zero absolut pe scara Celsius 0C -273,15  

Unitatea atomică de masă mu = 1 u 1,66054 10-27 kg 

 

ħ (pronunțare h barat) – factorul de proporționalitate între energie și 

frecvența unghiulară (pulsație): E =ħω 
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Anexa 5. Dependenţa benzii interzise de temperatură în unele 

semiconductoare 

 

 

şi a parametrilor α, β pentru calculul acestei dependenţe conform relaţiei 
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Anexa 6. Parametrii unor materiale semiconductoare 
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Anexa 7. Rezistivitatea semiconductorilor vs concentrația impurităților 
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